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RESUMD 

Estudou-se o desempenho do detector de CSICT1 acopiado ao fatodiodc 7"-* as caractcristicas espectrofotometricas. rendimento de 	e a resalw,ão energiz:.:z ra radiação gama. A resoluqao intrinseca foi deter==,", pzra ra:-."acac gama no -corral° de 100 a 3000KeV. 

INTRODUCAO 

0 	cristal 	de 	CsI(Tly 	apreeenta 
varmagens sobre 	o 	NaI(T1), 	quanto 	a 
resistencia mecanica, higroscopicidade e 
comprimento de radiaçdo (CsI(T1): 1,85 cm e 
NaI(T1): 2,59 cm)2. A precaria sobreposição 
entre o espectro de emissão luminosa do 
cristal CsI(T1) com o perfil de 

das fotomultiplicadoras 
limitou o uso do sensor CsI(T1) (Fig. 1). 0 
recente desenvolvimento dos fotodiodos de 
eilicio com baize capacitancia e grande area 
de aensibilidade tem estimulado a sua 
utilização para medidaa de cintilao&o, pois 
oe fotodiodos apresentam vantagens sobre as 
fotomultiplicadoras. 0 cristal de CsI(T1) 6 
considerado um dos cintiladores mais 
adequados para ser acoplado aos fotodiodos 
PIN devido ao seu espectro de emisaâo 
luminoaa aer bem combinado com a 
distribuigão espectral do fotodiodo (Fig-
1), tornando promissor a utilização desse 
cristal. 
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COMPRIMENTO DE ONDA • I ) 

FleURA 1: CURVAS DE EINISSIO 1. UMINIDSA 
DOS CRISTA13 Nat (T1)* CsICTI 

CURVAS DE SENSISILIDACE DIE URI 

FOT001000 e UNA FOTOWILT1P1-1CADORA 

A comMineçéo do fotodiodo com o 
de CsI(T1) reune as qualidadee de 
sensibilidede, 	eficiência e 	rem-Luca= 
energética nap medidae de rediecéc X e gene 
e pare identificacéo de perticulas. Peruite 
configurações compectas, levee. eetaveie. 
praticamente ineensiveis a cammce zegnet::,c.F 

opera 	em 	baize 	teneAc 
caracteristicee condumem a slzipl_tficacAlc 
eletrónica, reduçéo de cuatoe e poesibilita 
a sua utilizaçEo em embientes. savereoe ou 
com campo magnetico 

Neste trabelbo fcrea avaliedee se 
caracteristicae espeotrofotametrican, o 
rendimento de luz e a resolucio energetics 
do detector de OsI(T1, acoplado ao fotodiodo 
PIN. 

PPCCEDIMEN= EXFE.R..Y3NTAL 

cresclmento do cristal de CSJ(T1) foi 
efetuadc pelo método de Bridgman_ A 
concetração de TI foi de 1MM. 0 cristal foi 
usinado nas dimeneões de 7z7z7mm3 e ecopledo 
diretamente a um fotodiodo PIN HAMAMATSU 
si7se de 10x1611mm2. utilizendo graze de 
silicone. 

AB caracteristices do fotodiodo e o 
arranzo experimental se encontrum na Fig. 2. 

Netudoll-ee a eficiencia de colecéo de 
luz do detector CeI(TI) acopledc ec 
fotodiodo utilizando diferentes refletores e 
superfícies de pcI.Lmento do cristal. Oe 
sinais fora= amp:Ificados por um pre-
amplificador sensivel a cargn (CANBERRA 
2003PT), um amplificador (ORTEC S72 00. 
constante de tempo de 3 na e um Amax (OR= 
7450). A tenaéo de operacéo foi de 30 V. A 
corrente de fuga medida foi de I a 5 nA e a 
capacitiincia de entrada de 70 pF. 
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FIGURA 2: CARACTERISTICAS DO FOTODI000 C A  
ARRANJO EXPERIMENTAL 	[  

A Fig. 	3 mostra a relação da 
 

capacitância de entrada do pré -amplificador  
e seu respectivo ruído.  

0 	 100  
CAPACIDADE OE ENTRADA (Pr)  

fMYRA 3: RUÍDO DO PRÉ- AMPLIFICADOR EM FUNÇÃO DA  
SUA CAPACIDADE DE ENTRADA 

 

A altura de pulso foi 

irradiado  com  raio  X o  e gama  gllic  plbrnd> 
numero de fotoelétrona emitidos do {lAik 

a energia  odde p3, 6 eV como adnec eeeir eréod
{ 

produzir um 
silício 	

par de elétron^i8 a  p d= 
«) . C 	6 p . 

Determinou-se a resolução 
detector para a radiação gama deedifele9 d 
energias, 

	
conceito da l ei ente- 

pectral 01014; dc  
(FWHI1) 

utilizando se 
resolução 

um pulsador ade ovi na te
rminal 

RTF 419) . 	 i6 (ac  

RESULTADOS E DISCUSSOES 

A Tabela 1 mostra a influência 
 qualidade do polimento da suPerf cie di 

cristal e do refletor na eficiênci do 

acoplado 
de 
ao luz fotodiodo 

detector de 
 CeI(Tl` 

fotodiodo com o cristal finamente p oli"; do 
(espelhado) e envolto com fita  Qólida 
(refletor) apresentou a melhor eficiência, 

 

Tabela - 1  

Tipo  
da 

Superficie 
do 

Cristal 

REFLETORES  

Folha de Al Pintura c/ tlg0 
+ Fita Teflon 

..___
Fita 

Teflon _  

Ccm  
Graxa  

Graxa de 
Silicone 

Sem 
Graxa 

Graxa de 
Silicone 

Sem 
Graxa 

Polimento  
(Rude) 68 55 98 

(  
93 89  

Polimento 
(Fino)  

54 73 92 99 91  

Rapelhedo 42 65 67 93 lee  

As Fig. 4 e 5 ilustram os espectro:  
obtidos para as radiações gama do 137Ce (6b  
KeV) e Be Co (1173 KeV e 1332 DDV)  
respectivamente. Os pares de elétron- lacuM  

MeV produzido pelo detector de CeI(T1)"  
fotodiodo foi compativel com °° 
correspondentes encontrados na literato'  
(3.4,B).  

Das Fig. 4 e 5, inferimos que 3  

resolução para 662 KeV foi de 6,7 4% e 
per 3 

1332 KeV de 4,63%. Com a utilixaCão de 
 

pulsador de sinais determinou-se a reeel%  
intrínseca do detector como sendo de 
para 662 KeV e 4,32% para 1332 KeV. 
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ENERO4A Rov 
FRIONA 6. RESOLUCAO DO DETECTOR Cot IT ACOrt ADO A 

FOTOOIODO CM FUKAO OA ILNICRUIA DA NADI—
AÇÂO GAYA. 

A reoolucAo 6 diminUld0 Para aa 111"i" 
baixoo de energia dn radial:4o gaMa. Limitou 
se o estudo da reaolugdo ao nivel dm INN KmV 
devido ao ruido causado polo oorrnntm de 
fuga e capacitancia do fotodlodoca). 

0 rendimento de luz do detector fat 
igual a 5,3x104 Fctone/MeV. considerando -me 
70% de eficiancia quEintioa do fotodiodo na 
regiao espectral do CsI(TI) • a efioi0noill 
de colecão de luz do WON. A meema medida 
para o cristal do NnI(T1) rmoulOOU OM 
4,3x104 Fátono/MoV. 
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A Fig. 6 mostra a resolucão intrinseca 
MAida em fungão da energia da radiacdo gama 
incidente. Os resultados são similares para 
(Melee obtidos por Sakai(8) para o cristal 
de CaI(T1) de 10x10x7mm3 acoplado ao 
fotodiodo (HAMAMATSU S1790-01) e por 
Gras. 
--me= e Ool.(1) para o cristal de 

leximm., ..  
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The pulse  ìfC ish: 	 the  
Light output performance  3..^. M 	 rf  
CaI`.T1) 	aciatì.11ãtole 	 a  
pblDtocì2ode PIN are s.^_.Y`s;:gate-.:_ -+,r  
intrinsic resolution' of the  á?  e: á= ;. r Ss.m®a  
ray energy between 100 ác'• an,. ?e*c*c' ir':  was  
deLZ d.  
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